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2R T, -40 150 °C
IR Tsre -65 150 °C
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IR, RS EUNLEIZ A N AT Vin=12V, Vour=5V, L=22uH, T,=25°C

Parameters Symbol Condition Min Typ Max Unit
[F 35 TP R ok e e 4 2%
VIN K& i luvio Vin=6V 400 uA
FAS TAE IR Inosw Vin=12V, Vour=6V 600 uA
AN ESE EITR Vuvio_up 6.6 Y
N RIEBUE FTTR Vuvio_pown 6.3 \Y
N IR A e AR i Vuvio_mvs 0.3 \Y
N\ e ORAP Vinove 36 Y
i NI AR IR i Vinove_Hys 3 \Y
B ST Roson_H 76 mQ
E SEHT Roson_t 62 mQ
Vour=5V 5 5.07 5.15 Y
L Vour Vour=9V 9 9.12 9.27 Vv
Vour=12V 11.8 Y
TAESR Fosc 135 150 165 kHz
S INEE =4 Diax 97 %
I /N T A] Ton 200 ns
sovevmensy | 3 | 35 | 37 | 4
LI X K B Y LA lec Vin=12V/24V ) 23 25 A
IV<Vour=11.8V
Vin=12V/24V, Vour=12V | 1.5 1.8 2.1 A
Fo BRI T IR R locp_ns 5.8 A
A Bl ] Tss 2 mS
i H T R PR Vout_ove 110 %Vout
A B R Vshort 2.5 Y,
HICCUP F 8] Thiccup 64 mS
i tH 2 AN FRLS Veowmp 100 mV/A
T IR SR K iR 2 Tso 150 °C
i iR S TR i Tsp_uvs 15 °C
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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.300 1.700 0.051 0.067
Al 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 1.350 1.550 0.053 0.061
b 0.330 0.510 0.013 0.020
c 0.170 0.250 0.007 0.010
D 4.700 5.100 0.185 0.201
D1 3.202 3.402 0.126 0.134
E 3.800 4.000 0.150 0.157
E1 5.800 6.200 0.228 0.244
E2 2.313 2.513 0.091 0.099
e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
L 0.400 1.270 0.016 0.050
3] 0° 8° 0° 8°






